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論文内容の要 t:. Eヨ
ホール効果と電気伝導度の測定によりシリコン単結晶中に放射線照射により出来る欠陥の性質を調べる
事を目的としたものである。
二積の欠陥が C060 ガンマ線あるいは 2MeV の電子線によって出来ており伝導帯より 0.38eV と 0.17eV
にエネルギー準位をもっ事を示した。
また欠陥導入率と不純物の酸素や燐の濃度との関係により前者は燐と空格子点 (E 中心) ，後者は酸素
と需格子点 (A中心)の複合中心というモデルで非常によく現象が説明されたり次 lと焼鈍の実験を行ない
燐と竺格子点よりなる E 中心は 160 0C 付近で 0.94eV の活性化エネノレギーで解離する事が明らかになった。
論文の審査結果の要旨
乙の研究はホール効果ならびに沼気伝埠度の測定によりシリコン単結品中に放射線照射により出来る格
子欠陥の性質を調べる事を目的としたものである。使用した試料は n 型であるので燐を 1013_101i'ijcc合ん
でいるほか約1016jcc の酸素を合んでおり放射線照射直後に出来る空格子点と乙れら不純物との相互作用に
着目して実験が行なわれた口
二積類の欠陥が C060r 線あるいば 2MeV の電子線照射によって出来ており， 一つは伝導帯より 0.38eV
他の一つは 0.17eV にエネノレギー準仲.をもっすEが示された。二精の欠陥の導入率と不純物濃度の関係を解
析する事によりそれぞれ燐と空格子点の結合したシリコン E 中心と酸素と空格子点の結合したシリコンA
中心の二つのモデルで非常によく説明された口次に欠陥生成と逆過程の焼鈍の実験を行なった結果，伝導
帯より 0.38eV のエネノレギー準位は 160 0C 付近で 0.94eV の活性化エネノレギーで消える事を認めた。 乙れ
は E 中心の解離を示しておりシリコン格子欠陥に関する量のうち大切な量のーっと考えられる。
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乙の論文はシリコン結晶に於げる放射線照射により生ずる格子欠陥のエネノレギー準位を決定し放射線損
傷の機構を解明したものであり理学博士の学校論文として十分価値あるものと認める。
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